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基于芯片尺寸封装功率器件的集成电力电子模块

王建冈１，２　　阮新波２

（１盐城工学院电气工程学院，盐城 ２２４０５１）
（２南京航空航天大学自动化学院，南京 ２１００１６）

摘要：采用三维封装结构取代传统的平面封装结构可获得高性能集成电力电子模块．在实验室完成由２只芯片
尺寸封装ＭＯＳＦＥＴ和驱动、保护等电路构成的三维封装半桥 ＩＰＥＭ．从互连焊点形状的优化和封装工艺过程参
数的控制出发，进行 ＩＰＥＭ的可靠性控制．采用阻抗分析仪 Ａｇｉｌｅｎｔ４３９５Ａ测量 ＩＰＥＭ的寄生参数，建立了半桥
ＩＰＥＭ的寄生参数模型；采用半桥ＩＰＥＭ构成１２Ｖ／３Ａ输出的同步整流 Ｂｕｃｋ变换器，２只 ＭＯＳＦＥＴ的漏源极尖
峰电压小，说明ＨＢＩＰＥＭ的三维封装结构有效减小了寄生电感．运用 Ｆｌｏｔｈｅｒｍ软件对半桥 ＩＰＥＭ进行了热分
析，给出了温度分布仿真结果．焊料凸点传热使芯片的最高结温明显降低，三维封装结构实现了良好的热设计．
关键词：集成电力电子模块；芯片尺寸封装；可靠性；寄生参数；热设计
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